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通信波長帯の光子を受信可能な半導体素子である InGaAs APD を用いた光子検出器は、量子情

報通信の実用化にとって有望な装置である。これまで高速応答や非同期動作などの様々な研究が

行われてきているが、近年、室温動作を目指した研究も行われてきている[1, 2]。一般的に InGaAs 

APD は Si APD などと比較して暗電流が大きいため、光子検出器として用いる場合は、ゲート動

作をさせ、さらに、－40℃から－100℃程度に冷却することで、暗電流による暗計数を抑えていた。

しかしながら、InGaAs APD を冷却するとアフターパルスの影響が顕著になり、光子検出器として

用いた場合、光子計数率を低下させる要因となる。また、冷却にはペルチェ素子を用いるため、

冷凍機などを用いる超伝導素子よりも手軽ではあるが、結露を防止するための真空容器や窒素パ

ージなどを利用しなければならない。このような理由から、室温動作が可能となれば、そのメリ

ットは大きい。 

我々がこれまでに開発してきているサブ・ガイガーモード動作による InGaAs APD 光子検出器

は、ブレークダウン電圧を超えるような高いバイアス電圧を必要としないため、バイアス電圧に

よって急増する暗電流を抑制することができる。現在、我々の構築したシステムでは、InGaAs APD

からの暗電流がおよそ 1.5 nA を超えると、InGaAs APD の後段に接続している電荷積分アンプが

飽和することが分かっている。つまり、電荷積分アンプが飽和しない程度の暗電流値（< 1.5nA）

において、100 倍程度の増倍率が達成されれば、我々のシステムにおいても室温で光子検出が行

える可能性がある。発表では、我々の光子検出システムを室温動作させる場合に望まれる InGaAs 

APDの具体的なスペックや、我々のシステムの改善点を報告する。 
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